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The study on the atmospheric-pressure CVD process of GaN films using Ga Vapor as a Ga source 
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【はじめに】GaN系デバイスの高性能化のため、薄膜作製における GaNの自立基板の使用が求め

られている。GaN基板の製造には、現在主に前駆体として GaClを用いる化学気相法(CVD)による

GaNの高速成長が利用されているが、固体副生成物として生じる NH4Clが持続的な成長を妨げる

というデメリットがある。それに対し、Ga蒸気と NH3を原料に用いる CVDでは、そのような固

体副生成物が生じないため、メンテナンスの低減という観点で有利である。既に、この原料系を

用いて減圧下で成長を行うことで、数百 m/hの高速成長の達成が報告されている 1)。一方で、常

圧下で成長を行えば、単位時間当たりに供給できる Ga原料は減少するが、装置の簡素化によるコ

ストダウンが見込まれる他、原料ガスの分圧を広範囲で変化させることによる結晶性の制御も期

待される。そこで本研究では、自立基板作製の応用に向けたプロセス開発に向け、常圧下で Ga

蒸気と NH3を原料に用いる CVDにより、高品質な GaNの成長とその高速化を試みた。 

【試料作製】試料作製には、原料領域と温度領域の 2 つの温度領域をもつアルミナ製の横型管状

炉を用いた。Ga蒸気は、ガス供給管内に置かれた Ga金属を TGa = 1200～1350 Cで加熱すること

により発生させ、N2キャリアガス(1000 sccm)により基板まで輸送される。一方で、NH3ガス(流量

F
NH3

)は基板の直前から供給される。成長用基板としては、c 面サファイアを用いた。基板温度を

1100 Cとし、水素雰囲気での 30分間のサーマルクリーニング、10分間の Ga蒸気を含む雰囲気

でのアニール、2 時間の GaN の高温成長という手順で試料作製を行った。ここで Ga 蒸気中での

アニールは、低温緩衝層を導入することなく、膜状成長を促進するためのものである 2)。 

【実験結果】Fig. 1(a)に、TGa = 1200 C、NH3流量 F
NH3 

= 100 sccmで 2時間の成長を行って作製し

た試料の断面を示す。この試料の成長速度は 4.4 m/hであり、凹凸の少ない平坦な膜となった。

また GaN (002)回折の X線ロッキングカーブの半値幅は 726 arcsecであった。Fig. 1(b)に示す試料

は、 (a)の条件で 1時間の成長を行った後、TGaを 1350 Cまで上昇させ、F
NH3 

= 500 sccmで作製

した試料を示す。この試料では、凹凸が観測され、X線ロッキングカーブの半値幅が 2087 arcsec

と(a)の試料と比べて特性の劣るものの、上部

の成長速度が 22 m/hと見積もられ、成長速度

の増加が見込まれた。 
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